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This paper describes EL intensity mapping on a p-n junction plane of vertical GaN diodes 
under forward biased conditions for the first time. By this mapping, it is found that current 
crowding has existed corresponding to naturally formed surface stripes on epitaxial layers 
grown on freestanding GaN substrates.  Detailed analyses by AFM and TOF-SIMS clarify  
that concentration of doped Mg acceptors on one slope of the stripe was higher than that on 
the other slope. The higher Mg-concentration region should have lower electric resistances, 
which would cause the current crowding. By improving the surface flatness, the current 
crowding is suppressed and a low specific on-resistance is obtained. 






































図 1 に、GaN p-n ダイオードの構造図を示す。ボイド
アシスト分離(VAS)法により製造された貫通転位密度 3
×106 cm2以下を有する自立 GaN 基板上に、有機金属気
相成長(MOVPE)法により、p++-GaN(Mg = 2 x 1020 cm-3,     
30 nm) /p-GaN(Mg = 1 x 1018 cm-3, 500 nm) / n--GaN(Si = 1 x 
Si GaAs 4H-SiC GaN
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200 mの Pd / Ni (200 nm / 100 nm)円形電極をオーミック
コンタクトとして堆積させ、フィールドプレート Ti / Al 
(30 nm / 250 nm) (FP)金属電極をオーミック金属上に堆積
させた。FP 構造は電界緩和に有効であることが報告さ
れている[1]。最後に、GaN 基板の裏面に ITO（Indium-


















を有するウェハの AFM 像を示す。AFM 像から、V 字
形の縞模様が観察された。GaN 基板上の MOVPE成長
エピタキシャル層について同様の表面外観が報告されて
いる [22]。図 3 に、断面 AFM 像による高さ分布を示
す。すじ状モフォロジーのある部分ではラフネスが大き









図 3 GaN ウェハ表面の断面像 
(すじ状モフォロジー領域) 
 







図 4 GaN ウェハ表面の光学顕微鏡像 





濃度分布をマッピング評価したものを図 6 に示す。 









 図 6 TOF-SIMSマッピング像(Mg分布) 
 
 
図 7 順方向電流－電圧特性(2 つの領域) 
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